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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a substrate arrangement, having the following steps: preparing a
substrate and contacting the connecting surfaces of the substrate to internal contacts in a wiring system, applying contact material to
external contacts defining an external connecting surface arrangement, said contacts being associated with the wiring system, in order
to form base contact humps (31), applying connecting material to the base contact humps in order to form contact hump tops which
are connected to the base contact humps, said connecting material being applied in the form of moulded parts (35). The formation
of the contact hump tops occurs by at least partially melting the connecting material moulded parts as a result of laser energy which

is impinged thereon.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Substratanordnung mit den Verfahrensschritten:
~~ Bereitstellung eines Substrats und Kontaktierung von Anschlussflichen des Substrats mit Innenkontakten einer Umverdrahtungslage,
Aufbringung von Kontakmaterial auf eine dussere Anschlussfldchenanordnung definierende Aussenkontakte der Umverdrahtungs-
lage zur Ausbildung von Basiskontakthdckern (31), Aufbringung von Verbindungsmaterial auf die Basiskontakthécker zur Ausbil-
dung von mit den Basiskontakthtckern verbundenen Kontakthtckeraufsitzen, wobei das Verbindungsmaterial als Verbindungsma-
terialformstiicke (35) aufgebracht wird, und die Ausbildung der Kontakthckeraufsidtze durch zumindest anteiliges Aufschmelzen
der Verbindungsmaterialformstiicke mittels einer Beaufschlagung mit Laserenergie erfolgt.
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Verfahren zur Herstellung einer Substratanordnung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer
Substratanordnung mit den Verfahrensschritten:

- Bereitstellung eines Substrats und Kontaktierung von Anschlussflichen
des Substrats mit Innenkontakten einer Umverdrahtungslage,

- Aufbringung von Kontaktmaterial auf eine duBere Anschlussfldchenan-
ordnung definierende AuBlenkontakte der Umverdrahtungslage zur Aus-
bildung von Basiskontakthéckern und

- Aufbringung von Verbindungsmaterial auf die Basiskontakthdcker zur
Ausbildung von mit den Basiskontakthéckern verbundenen Kontaktho-

ckeraufsitzen.

Verfahren der vorstehenden Art dienen zur Herstellung von Substratan-
ordnungen, beispielsweise Chipanordnungen mit einem Chip oder einem
Chipmodul als Substrat. Derartige Chipanordnungen werden héufig auch
als sogenannte “Chip Size Packages” bezeichnet. Diese Chipanordnungen
ermdglichen zum einen eine Umverteilung der peripher angeordneten
Anschlussflichen eines Chips fiir eine nachfolgende Kontaktierung mit

weiteren Bauelementen oder Substraten. Zum anderen sollen derartige
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Chipanordnungen durch ihre im Vergleich zum Chip erhdhte mechani-
sche Stabilitdt eine Anschlusskontaktierung mit hoher mechanischer
Zuverlissigkeit gewédhrleisten. Hierzu werden tiberhéhte Kontakthocker
vorgesehen, die sdulenartig ausgebildet jeweils einen Basiskontakthdcker
und darauf angeordnet einen Kontakthdckeraufsatz aufweisen. Durch die
iiberhohte Ausbildung der Kontakthdcker soll ein méglichst weitgehen-
der Abbau der im Kontaktbereich zwischen einer Chipanordnung und
einem damit kontaktierten Substrat aufgrund der unterschiedlichen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Chips und des Substrats

auftretenden Spannungen ermdéglicht werden.

Aus der DE 197 54 372 Al ist ein Verfahren der eingangs genannten Art
bekannt, bei dem die Ausbildung der iberhéhten Kontakthdcker derart
erfolgt, dass zunéchst in einem Reflow-Verfahren Basiskontakthdcker
auf den AuBenkontakten der Umverdrahtungslage erzeugt werden, an-
schlieBend die Basiskontakthécker in ein auf die Umverdrahtungslage
aufgebrachtes Matrixmaterial eingebettet werden und eine Aushértung
des Matrixmaterials erfolgt. Nachfolgend wird ein Oberflichenabtrag des
Matrixmaterials zur Freilegung bzw. Erzeugung einer im Matrixmaterial
biindigen Anordnung von Kontaktoberflichen der Basiskontakthdcker
durchgefiihrt. SchlieBlich erfolgt die Ausbildung von Kontakthéckerauf-
sdtzen durch Aufbringung von Verbindungsmaterial auf die ebenen
Kontaktoberflichen der Basiskontakthdécker mit anschlieBendem Um-

schmelzen des Verbindungsmaterials im Reflow-Verfahren.

Bei dem aus der DE 197 54 372 A1 bekannten Verfahren ist es somit
erforderlich, zwischen der Ausbildung der Basiskontakthdcker und der
Ausbildung der Kontakthdckeraufsidtze auf den Basiskontakthdckern
einen Oberflachenabtrag zur Ausbildung der Kontaktoberfldichen auf den
Basiskontakthdckern durchzufithren. Zudem ist es auch unabhingig von
der Art einer nachfolgenden Kontaktierung der Chipanordnung mit einem
Substrat wegen der Ausbildung der Kontakthéckeraufsitze im Reflow-

Verfahren notwendig, durch das ausgehirtete Matrixmaterial eine die
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Basiskontakthocker zur Formstabilisierung mechanisch abstiitzende

Stiitzmatrix bereit zu stellen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
zur Herstellung einer Substratanordnung der eingangs genannten Art
vorzuschlagen, das eine vereinfachte Herstellung der Substratanordnung

ermdglicht.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-

spruchs 1 geldst.

Bei dem erfindungsgeméBen Verfahren wird das Verbindungsmaterial als
Verbindungsmaterialformstiicke aufgebracht, und die Kontakthéckerauf-
sidtze werden durch zumindest anteiliges Aufschmelzen der Verbin-

dungsmaterialformstiicke mittels einer Beaufschlagung mit Laserenergie

ausgebildet.

Das erfindungsgemifle Verfahren weist somit gegeniiber dem bekannten
Verfahren den Vorteil auf, dass aufgrund des Aufschmelzens der Verbin-
dungsmaterialformstiicke mittels Laserenergie eine 6rtlich begrenzte,
exakt definierbare Wiarmeenergie in den Verbindungsmaterialformstii-
cken erzeugbar ist, so dass mit dem Aufschmelzen der Verbindungsmate-
rialformstiicke zur Ausbildung der Kontakthéckeraufsédtze nicht zwangs-
ldufig ein Aufschmelzen der Basiskontakthécker verbunden ist. Daher
kann auf eine die Formhaltigkeit der Basiskontakthdcker wéhrend der
Ausbildung der Kontakthéckeraufsitze sichernde Stiitzmatrix verzichtet
werden. Demzufolge ist zur Ausbildung von Kontaktflachen zwischen
den Basiskontakthdckern und den Kontakthdckeraufsédtzen auch kein

Materialabtrag erforderlich.

Fiir den Fall, dass eine Kontaktierung der erfindungsgeméB hergestellten
Chipanordnung mit einem Substrat im Reflow-Verfahren erfolgen soll,
ist es gemdB einer Variante des Verfahrens méglich, nachfolgend der

Ausbildung der Basiskontakthécker und vorhergehend der Ausbildung
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der Kontakthdckeraufsitze die Aufbringung eines die Basiskontakthécker

einbettend aufnehmenden Matrixmaterials durchzufithren.

Wenn das Matrixmaterial Flussmitteleigenschaften aufweist, also bei-
spielsweise als ein Polymerflux-Material ausgebildet ist, kénnen die
Basiskontakthdcker durch das Matrixmaterial abgedeckt werden und vor
Aufbringung der Verbindungsmaterialformstiicke auf die Basiskontakt-
hocker oder bei Ausbildung der Kontakthockeraufsidtze kann eine Akti-
vierung des Matrixmaterials im Kontaktbereich auf den Basiskontakthdo-
ckern durch eine Beaufschlagung mit Laserenergie erfolgen. In diesem
Zusammenhang erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn zur
Herstellung der Gefiigeverbindung zwischen den Kontakthdckeraufsidtzen
und den Basiskontakthéckern eine mehr oder weniger gleichzeitige
Beaufschlagung des Matrixmaterials in den Kontaktbereichen und der

Verbindungsmaterialformstiicke erfolgt.

Dariiber hinaus besteht auch die Moglichkeit, nachfolgend der Ausbil-
dung der Kontakthockeraufsdtze die Aufbringung eines die Basiskontakt-
hocker und die Kontakthockeraufsitze einbettend aufnehmenden Matrix-
materials vorzusehen, um bei einer nachfolgenden Kontaktierung der
Chipanordnung mit einem Substrat im Reflow-Verfahren die damit
verbundene Reduzierung der Hohe des Kontakthéckeraufbaus moéglichst

gering zu halten.

Wenn nachfolgend der Ausbildung der Basiskontakthécker und vorherge-
hend der Ausbildung der Kontakth6ckeraufsédtze die Aufbringung eines
die Basiskontakthdcker einbettend aufnehmenden Matrixmaterials er-
folgt, derart, dass die Basiskontakthécker durch das Matrixmaterial
abgedeckt werden, erweist es sich als vorteilhaft, vor Aufbringung der
Verbindungsmaterialformstiicke auf die Basiskontakthécker eine Ablati-
on des in einem Kontaktbereich auf den Basiskontakthéckern angeordne-
ten Matrixmaterials durch eine Beaufschlagung mit Laserenergie durch-
zufiithren. Selbst in dem Fall, dass es sich bei der Materialmatrix um eine

ausgehirtete Kunstharzstruktur handelt, ist es somit moglich, abwei-
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chend von dem aus der DE 197 54 372 Al bekannten Verfahren, auf
einen groffldchigen Oberflachenabtrag zu verzichten und eine Ablation
des Matrixmaterials lediglich in den tatséchlichen Kontaktbereichen
durchzufiithren. Dabei kann exakt die Laservorrichtung verwendet wer-
den, die auch zum nachfolgenden Aufschmelzen der Verbindungsmateri-
alformstiicke zur Ausbildung der Kontakthdckeraufsitze Verwendung

findet.

Insbesondere in dem Fall, dass das Matrixmaterial Flussmitteleigen-
schaften aufweist, kann auf eine Entfernung des die Basiskontakthdcker
abdeckenden Matrixmaterials verzichtet werden und vielmehr durch
Aufbringung der Verbindungsmaterialformstiicke auf die Basiskontakt-
hocker eine Verdringung des Matrixmaterials in den Kontaktbereichen
auf den Basiskontakthdckern erfolgen. Dieser Verdringung kann gegebe-
nenfalls auch eine Verfliissigung des Matrixmaterials in den Kontaktbe-

reichen auf den Basiskontakthdckern vorhergehen.

Als vorteilhaft kann es sich auch erweisen, wenn die Verbindungsmateri-
alformstiicke auf die durch das Matrixmaterial abgedeckten Basiskon-
takthocker aufgebracht werden, durch Laserbeaufschlagung eine lokale
Verfliissigung des Matrixmaterials im Bereich der Basiskontakthécker
erfolgt und bei Aufbringung der Verbindungsmaterialformstiicke auf die
Basiskontakthocker eine Verdringung des Matrixmaterials in Kontaktbe-

reichen mit den Verbindungsmaterialformstiicken erfolgt.

Wenn das Matrixmaterial nach Verdrdngung des Matrixmaterials in
Kontaktbereichen mit den Verbindungsmaterialformstiicken in den festen
Zustand tiberfithrt wird, ist es mdglich, das Matrixmaterial lediglich
selektiv auszuhérten und iiberschiissiges noch fliissiges Matrixmaterial

beispielsweise durch einen Spiilvorgang zu entfernen.
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Insbesondere bei einer Ausfithrung des Matrixmaterials auf Polymerba-
sis, beispielsweise als Polymer-Flussmittel (“Polymer-Flux”), kann eine
Uberfithrung des Matrixmaterials in den festen Zustand durch Polymeri-

sation erfolgt.

Die Polymerisation kann beispielsweise durch eine lokale Laserenergie-
Beaufschlagung des Matrixmaterials im Peripheriebereich der Kontakt-

hockeraufsitze erfolgen.

Insbesondere in diesem Zusammenhang erweist es sich als vorteilhaft,
wenn als Matrixmaterial ein zumindest an seiner Oberfliche mit Zusét-

zen zur Reduktion von Oxiden versehenes Material verwendet wird.

Nachfolgend werden bevorzugte Varianten des Verfahrens zur Herstel-
lung einer Chipanordnung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen ndher

erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 die Aufbringung von Lotmaterialformstiicken zur
Ausbildung von Basiskontakthdckern auf An-

schlussfldchen einer auf einem Chip angeordneten

Umverdrahtungslage;

Fig. 2 die auf den Anschlussfldchen ausgebildeten Basis-
kontakthécker;

Fig. 3 die in einem Matrixmaterial auf der Umverdrah-

tungslage eingebetteten Basiskontakthdcker;

Fig. 4 die im Matrixmaterial eingebetteten und in einem
Kontaktbereich vom Matrixmaterial freigelegten

Basiskontakthécker;
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

PCT/DE02/02327

die Aufbringung von Verbindungsmaterialformstii-
cken auf den Kontaktbereich der Basiskontaktho-

cker;

die mit Kontakthdckeraufsitzen versehenen Basis-

kontakthécker;

die Aufbringung von Verbindungsmaterialformstii-
cken auf exponiert angeordneten Basiskontaktho-

ckern;

die mit Kontakthéckeraufsitzen versehenen Basis-

kontakthécker;

die Aufbringung von Verbindungsmaterialformstii-
cken auf durch Matrixmaterial abgedeckte Basis-

kontakthécker;

die Aufbringung von Verbindungsmaterialformstii-
cken auf durch einen Matrixmaterial-Film abge-

deckte Basiskontakthdcker;

die Kontaktierung von Basiskontakthéckern durch
Verbindungsmaterialformstiicke zur Ausbildung von
Kontakthdckeraufsétzen bei gleichzeitiger Verfliis-
sigung des Matrixmaterials in den Kontaktberei-

chen;

die mit Kontakthdckeraufsitzen versehenen Basis-

kontakthécker.

Fig. 1 zeigt ein als Chip 20 ausgebildetes Halbleitersubstrat, das auf

einer Kontaktoberfldche 21 mit Chipanschlussflichen 22 versehen ist.

Die Chipanschlussfldchen 22 sind mit Innenkontakten 23 einer Um-

verdrahtungslage 24 kontaktiert, die iiber eine Leiterbahnstruktur 26 der

Umverdrahtungslage 24 mit AuBenkontakten 27 verbunden sind. Die
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Aufenkontakte 27 weisen eine von den Innenkontakten 23 beziehungs-
weise den Chipanschlussfldchen 22 abweichende Verteilung in einer

AuBlenkontaktoberflache 28 der Umverdrahtungslage 24 auf.

Fig. 1 zeigt, wie ausgehend von dem mit der Umverdrahtungslage 24
kontaktierten Chip 20 im vorliegenden Fall kugelf6rmig ausgebildete
Verbindungsmaterialformstiicke 29 mittels einer Schablone 25 in einer
der Anordnung der AuBBenkontakte 27 der Umverdrahtungslage 24 ent-

sprechenden Anordnung aufgebracht werden.

Nachfolgend werden die Verbindungsmaterialformstiicke 29 mittels einer
hier nicht ndher dargestellten Laservorrichtung mit Laserenergie 30
beaufschlagt, um die beispielsweise aus Lotmaterial gebildeten Verbin-
dungsmaterialformstiicke 29 aufzuschmelzen, die AuBenkontakte 27 der
Umverdrahtungslage 24 zu benetzen und Basiskontakthécker 31, wie in

Fig. 2 dargestellt, auszubilden.

Nachfolgend der Ausbildung der Basiskontakthécker 31 wird, wie in
Fig. 3 dargestellt, ein Matrixmaterial 32 in fliissiger Form auf die Um-
verdrahtungslage 24 aufgebracht zur umhiillend abdeckenden Einbettung
der Basiskontakthécker 31. Wie in Fig. 3 weiter dargestellt, erfolgt nach
Aushértung des beispielsweise auf Kunstharzbasis ausgebildeten Mat-
rixmaterials 32 zur Ausbildung einer die dullere Form der Basiskontakt-
hocker 31 stabilisierenden Stiitzmatrix 33 eine Beaufschlagung des
Matrixmaterials 32 in Kontaktbereichen 34 auf den Basiskontakthdckern
31 mit Laserenergie 30 zur Ablation des Matrixmaterials 32 in den

Kontaktbereichen 34, wie in Fig. 4 dargestellt.

Nachfolgend der Freilegung der Kontaktbereiche 34 auf den Basiskon-
takthockern 31 erfolgt die Aufbringung von Verbindungsmaterialform-
stiicken 35 auf die Basiskontakthécker 31 in den Kontaktbereichen 34,
wie in Fig. 5§ dargestellt. Analog der Aufbringung der Verbindungsmate-
rialformstiicke 29 auf die AuBenkontakte 27 der Umverdrahtungslage 24

erfolgt die definierte Anordnung der Verbindungsmaterialformstiicke 35
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auf den Basiskontakthdckern 31 mittels einer Schablone 25. Wie Fig. 5
ferner zeigt, werden die auf die Basiskontakth6cker 31 aufgebrachten
Verbindungsmaterialformstiicke 35 mit Laserenergie 30 beaufschlagt, um
ein Aufschmelzen der Verbindungsmaterialformstiicke 35 mit Benetzung
der Basiskontakthocker 31 in den Kontaktbereichen 34 zur Ausbildung
von in Fig. 6 dargestellten Kontakthéckeraufsdtzen 37 auf den Basiskon-
takthdckern 31 zu bewirken, so dass insgesamt eine Chipanordnung 38
umfassend den Chip 20 und die Umverdrahtungslage 24 mit tiberhoht
ausgebildeten Kontakthockern 39 gebildet wird. Dabei erweist es sich als
vorteilhaft, wenn das Verbindungsmaterial zur Ausbildung der Basiskon-
takthocker 31 hoherschmelzend ist als das Verbindungsmaterial zur

Ausbildung der Kontakthdckeraufsidtze 37.

Beispielhaft sollen als mogliche Verbindungsmaterialien fiir die Verbin-
dungsmaterialformstiicke 29, 35 konventionelles Lotmaterial, Metall,
insbesondere héherschmelzendes Metall, mit Lotmaterialbeschichtung

oder auch Polymermaterial mit Lotmaterialbeschichtung genannt werden.

Wie in Fig. 6 durch ein strichliniert dargestelltes Kontaktsubstrat 40
angedeutet ist, kann nachfolgend der Fertigstellung der Chipanordnung
38 eine Kontaktierung der Kontakthécker 39 mit Anschlussfldchen 41
des Kontaktsubstrats 40 erfolgen. Dabei kann die Kontaktierung durch
Benetzung der zumindest teilweise aufgeschmolzenen Kontakthécker 39
aﬁf konventionelle Art und Weise im Reflow-Verfahren erfolgen. Insbe-
sondere bei einem transparent ausgebildeten Kontaktsubstrat 40 besteht
auch die Moglichkeit, ein exakt dosierbares partielles Aufschmelzen der
Kontakthocker 39 in einem Kontaktbereich 42 mit den Anschlussflichen
41 durch eine in Fig. 6 angedeutete riickwirtige Beaufschlagung der
Anschlussflichen 41 des Kontaktsubstrats 40 mit Laserenergie 30 zu

bewirken.

Fig. 7 verdeutlicht eine Variante des Verfahrens, bei der auf die Auf-
bringung einer Stiitzmatrix 33 auf die Umverdrahtungslage 24 verzichtet

wird, und ausgehend von dem in Fig. 2 dargestellten Verfahrensstand,
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der durch die exponierte Anordnung der Basiskontakthdcker 31 auf den
Auflenkontakten 25 der Umverdrahtungslage 24 gekennzeichnet ist, eine
Aufbringung der Verbindungsmaterialformstiicke 35 auf die Basiskon-

takthécker 31 mittels der Schablone 25 erfolgt.

Nachfolgend der Aufbringung der Verbindungsmaterialformstiicke 35 auf
die Basiskontakthdcker 31 erfolgt eine Beaufschlagung der Verbin-
dungsmaterialformstiicke 35 mit Laserenergie 30 zum Aufschmelzen der
Verbindungsmaterialformstiicke 35 mit Benetzung der Basiskontakthé-
cker 31 und Ausbildung von Kontakthéckeraufsidtzen 37, wie in Fig. 8
dargestellt.

Wie in Fig. 8 ferner dargestellt, kann eine nachfolgende Kontaktierung
einer in Fig. 8 dargestellten Chipanordnung 43, die im Unterschied zu
der in Fig. 6 dargestellten Chipanordnung 38 keine Stiitzmatrix 33
aufweist, mit einem Kontaktsubstrat 40 derart erfolgen, dass Anschluss-
flichen 41 des Kontaktsubstrats 40 durch das transparent ausgebildete
Kontaktsubstrat 40 riickwértig mit Laserenergie 30 beaufschlagt werden,
um die Kontakthdckeraufsiatze 37 in einem unmittelbaren Kontaktbereich
42 mit den Anschlussflichen 41 lediglich lokal aufzuschmelzen und in
dem Kontaktbereich 42 eine kontaktierende Benetzung der Kontaktho-

ckeraufsdtze 37 auf den Anschlussflichen 41 zu erzeugen.

In den Fig. 9, 10, 11 und 12 ist eine weitere Variante des Verfahrens
dargestellt, bei der die Aufbringung der Verbindungsmaterialformstiicke
35 ausgehend von einem auch in Fig. 3 dargestellten Verfahrensstand
erfolgt, in dem die auf den Anschlussflichen 27 der Umverdrahtungslage
24 ausgebildeten Basiskontakthdcker 31 vom Matrixmaterial 32 abge-
deckt sind. Ausgehend von den somit vollstdndig in der Stiitzmatrix 33
eingebetteten Basiskontakthdckern 31 werden, wie in Fig. 9 dargestellt,
die Verbindungsmaterialformstiicke 35 oberhalb von Kontaktbereichen

der Basiskontakthdcker 31 auf eine Matrixoberfliche 44 aufgebracht.
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AnschlieBend erfolgt eine in vorteilhafter Weise mit einer Lichtleitfaser
45 erzeugte Druckbeaufschlagung der Verbindungsmaterialformstiicke 35
mit vorhergehender oder gleichzeitiger Beaufschlagung der Matrixober-
fliche 44 mit Laserenergie 30 im Kontaktbereich 46 der Verbindungsma-
terialformstiicke 35 mit dem Matrixmaterial 32 zur Verfliissigung des
Matrixmaterials 32. Alternativ oder zusétzlich kann eine Beaufschlagung

mit Laserenergie durch die Lichtleitfaser 45 hindurch erfolgen.

Anstatt des gemiB Fig. 9 relativ zur H6he der Basiskontakthdcker 31
grofl bemessenen Volumens des Matrixmaterials 32 ist es auch méglich,
wie in Fig. 10 dargestellt, das Volumen des Matrixmaterials 32 so zu
bemessen, dass sich lediglich eine Benetzung der Oberseiten der Basis-

kontakthocker 31 ergibt.

Wie Fig. 11 zeigt, ergibt sich aufgrund der Druckbeaufschlagung der
Verbindungsmaterialformstiicke 35 mittels der Lichtleitfasern 45 eine
Verdringung des im Kontaktbereich 46 verfliissigten Matrixmaterials 32
zur Ausbildung eines Korperkontakts zwischen den Verbindungsmaterial-
formstiicken 35 und den Basiskontakthéckern 31. Wenn das Matrixmate-
rial 32 Flussmitteleigenschaften aufweist, kann eine Beaufschlagung der
Verbindungsmaterialformstiicke 35 mit Laserenergie 30 durch die Licht-
leitfasern 45 hindurch erfolgen zum Aufschmelzen der Verbindungsmate-
rialformstiicke 35 mit Benetzung der Basiskontakthdcker 31 und Ausbil-

dung von Kontakthdckeraufsidtzen 37, wie in Fig. 12 dargestellt.
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Patentanspriiche

Verfahren zur Herstellung einer Substratanordnung (38, 43) mit den
Verfahrensschritten:

- Bereitstellung eines Substrats (20) und Kontaktierung von An-
schlussflachen (22) des Substrats mit Innenkontakten (23) einer Um-
verdrahtungslage (24),

- Aufbringung von Kontaktmaterial (29) auf eine duBere Anschluss-
flachenanordnung definierende AuBlenkontakte (27) der Umverdrah-
tungslage (24) zur Ausbildung von Basiskontakthéckern (31),

- Aufbringung von Verbindungsmaterial auf die Basiskontakthécker
zur Ausbildung von mit den Basiskontakthdckern verbundenen Kon-
takthdckeraufsdtzen (37),

dadurch gekennzeichnet,

dass das Verbindungsmaterial als Verbindungsmaterialformstiicke
(35) aufgebracht wird, und die Ausbildung der Kontakthdckeraufsit-
ze (37) durch zumindest anteiliges Aufschmelzen der Verbindungs-
materialformstiicke mittels einer Beaufschlagung mit Laserenergie
(30) erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass nachfolgend der Ausbildung der Basiskontakthécker (31) und
vorhergehend der Ausbildung der Kontakthéckeraufsitze (37) die
Aufbringung eines die Basiskontakthécker (31) einbettend aufneh-

menden Matrixmaterials (32) erfolgt.
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Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Basiskontakthdcker (31) durch das Matrixmaterial (32) ab-
gedeckt werden und vor Aufbringung der Verbindungsmaterialform-
stiicke (35) auf die Basiskontakthécker (31) oder bei Ausbildung der
Kontakthockeraufsdtze (37) eine Aktivierung des in einem Kontakt-
bereich mit den Verbindungsmaterialformstiicken (35) angeordneten
Matrixmaterials (32) durch eine Beaufschlagung mit Laserenergie
(30) erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass nachfolgend der Ausbildung der Kontakthdckeraufsidtze (37) die
Aufbringung eines die Basiskontakthécker (31) und die Kontakthé-
ckeraufsitze (37) einbettend aufnehmenden Matrixmaterials (32) er-

folgt.

Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Basiskontakth6cker (31) durch das Matrixmaterial (32) ab-

gedeckt werden und vor Aufbringung der Verbindungsmaterialform-
stiicke (35) auf die Basiskontakthécker (31) eine Ablation des in ei-
nem Kontaktbereich (34) auf den Basiskontakthdckern (31) angeord-
neten Matrixmaterials (32) durch eine Beaufschlagung mit Laser-

energie (30) erfolgt.
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6. Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Basiskontakthdcker (31) durch das Matrixmaterial (32) ab-
gedeckt werden und bei Aufbringung der Verbindungsmaterialform-
stiicke (35) auf die Basiskontakthécker (31) eine Verdrdngung des
Matrixmaterials (32) in Kontaktbereichen mit den Verbindungsmate-

rialformstiicken (35) erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungsmaterialformstiicke (35) auf die durch das Mat-
rixmaterial (32) abgedeckten Basiskontakthécker (31) aufgebracht
werden, durch Laserbeaufschlagung eine lokale Verfliissigung des
Matrixmaterials im Bereich der Basiskontakthécker erfolgt und bei
Aufbringung der Verbindungsmaterialformstiicke (35) auf die Basis-
kontakthdcker (31) eine Verdriangung des Matrixmaterials (32) in
Kontaktbereichen mit den Verbindungsmaterialformstiicken (35) er-

folgt.

Verfahren nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Matrixmaterial nach Verdridngung des Matrixmaterials (32)
in Kontaktbereichen mit den Verbindungsmaterialformstiicken (35) in

den festen Zustand tberfithrt wird.

Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Uberfithrung des Matrixmaterials (32) in den festen Zustand

durch Polymerisation erfolgt.
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10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Polymerisation durch eine lokale Laserenergie-Beauf-
schlagung des Matrixmaterials (32) im Peripheriebereich der Kon-

takthockeraufsiatze (37) erfolgt.

11. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Matrixmaterial (32) ein zumindest an seiner Oberfldche mit
Zusidtzen zur Reduktion von Oxiden versehenes Material verwendet

wird.
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